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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第７部門第２区分
【発行日】平成26年4月17日(2014.4.17)

【公開番号】特開2011-249787(P2011-249787A)
【公開日】平成23年12月8日(2011.12.8)
【年通号数】公開・登録公報2011-049
【出願番号】特願2011-99547(P2011-99547)
【国際特許分類】
   Ｈ０１Ｌ  21/336    (2006.01)
   Ｈ０１Ｌ  29/786    (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｈ０１Ｌ  29/78    ６２４　
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【手続補正書】
【提出日】平成26年2月28日(2014.2.28)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　酸化物半導体を半導体層に用いたトランジスタを、遮光性を有する測定室に配置し、
　前記測定室内に、乾燥空気、窒素、又はアルゴンを導入し、
　露点－１１０℃以上－５℃以下の雰囲気下に保持された前記測定室内で、前記トランジ
スタのゲート電極に所定の電圧を一定時間印加して、しきい値電圧の経時変化を測定する
トランジスタの測定方法。
【請求項２】
　酸化物半導体を半導体層に用いたトランジスタを、遮光性を有する測定室に配置し、
　前記測定室内に、乾燥空気、窒素、又はアルゴンを導入し、
　露点－１１０℃以上－３０℃以下の雰囲気下に保持された前記測定室内で、前記トラン
ジスタのゲート電極に所定の電圧を一定時間印加して、しきい値電圧の経時変化を測定す
るトランジスタの測定方法。
【請求項３】
　請求項１または請求項２において、
　乾燥空気、窒素、又はアルゴンを導入する前に、前記測定室内を真空排気する、トラン
ジスタの測定方法。
【請求項４】
　請求項１乃至請求項３のいずれか一項において、
　前記測定室が、波長４００ｎｍ以下の光に対する遮光性を有する、トランジスタの測定
方法。
【請求項５】
　酸化物半導体を半導体層に用いたトランジスタを、測定室に配置し、
　前記測定室内に、乾燥空気、窒素、又はアルゴンを導入し、
　露点－１１０℃以上－５℃以下の雰囲気下に保持された前記測定室内で、
　前記トランジスタのしきい値電圧を測定する第１のステップと、前記トランジスタのゲ
ート電極に所定の電圧を一定時間印加した後、前記トランジスタのしきい値電圧を測定す
る第２のステップとをこの順で行うトランジスタの測定方法。
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